Charakteristik : o
.
.
.
Applikationen : .
Grenzwerte:
Sperrspannung

Photodiode JEI1P

Spektralbereich 400 ... 1100 nm
strahlungsempfindliche Flache (1 x 1) 1 mm?2
hochwertige Si - PIN - Photodiode mit erhdhter

IR - Empfindlichkeit, niedrigem Dunkelstromniveau,

hohem Nullpunktwiderstand und hoher spektraler
Empfindlichkeit

hermetisches TO-46 Geh&ause mit sehr flachem Glasfenster

universeller Detektor fir lichttechnische und
nichtoptische Anwendungen (a, B, y - Detektion)

20 \Y,

Betriebstemperaturbereich - 25 °C ... 80 °C
Lagertemperaturbereich  -40 °C ... 100 °C
Lottemperatur (3s) 260 °C

Technische Daten :

Allgemeine Mel3bedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: y5, =23 °C, Vg = 0V

Parameter Melbedingung min. | typ. | max. Einh.
strahlungsempfindliche 1 mm?2
Flache A
Max. der spektralen
Empfindlichkeit 950 nm
Smax bei
Spektralbereich S=0,1eSx
Amin 400 nm
Mmax 1100
absolute spektrale AL = 950 nm 0,62 AW
Empfindlichkeit
Dunkelstrom Ig VR =5V 1 nA
E=0Ix
Nullpunktwiderstand 500 MQ
Anstiegszeit R = 1kQ
Abfallzeit % =830 nm 30 ns
des Fotostromes Vg = 5V
Kapazitat f=1MHz 40 pF
E=0Ix
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JE1P

Relative spektrale Empfindlichkeit
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